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【はじめに】有機半導体は有機薄膜トランジスタ (TFT) の性能を左右するキーマテリアルである。

しかしながら、塗布型有機半導体は蒸着型に比べ性能のばらつきが大きいという問題がある。

我々は新規有機半導体であるジチエノベンゾジチオフェン (DTBDT-C6) を用い、印刷法により

基板上に閾値電圧が均一な有機 TFT アレイを作製できることを報告している [1][2]。今回、ト

ランジスタ性能と関係する DTBDT-C6 の特異的な結晶薄膜状態を観察、及びその形成メカニズ

ムを解析したので報告する。 

【実験･結果】DTBDT-C6、および比較のために diF-TES-ADT のトルエン溶液 (1 wt%) を調整し、

ガラス基板上へ塗布し、その結晶薄膜を観察した。得られた観察像を図 1 に示す。DTBDT-C6

は数百m の大きな板状結晶薄膜を形成するのに対して、diF-TES-ADT は樹木状の結晶薄膜を形

成した。結晶薄膜の In-Plane-XRD 測定 (面内角 スキャン) を行ったところ、DTBDT-C6 では

数本のピークが、diF-TES-ADT では多数のピークが観察された。本結果から DTBDT-C6 は

diF-TES-ADT よりも大きな結晶ドメインを形成していると推定した。 

結晶形成メカニズムは臨界核半径 (Rc)、及び Avrami 定数 (n) から考察した。温度 25
o
C 、過

飽和度を仮定すると DTBDT-C6 の臨界核半径は diF-TES-ADT の 4.7 倍となる。よって、

DTBDT-C6は diF-TES-ADT よりも臨界核の生成確率が小さく、結晶ドメインが大きな薄膜を形

成する性質を有すると推定した。また、非等温 DSC 測定により求めた結晶化発熱量に Ozawa

法を適用して求めた DTBDT-C6 の Avrami 定数は 1.9 となり、DTBDT-C6 が二次元的に結晶成長

する性質を有していることが分かった。以上の結果から、DTBDT-C6は結晶ドメインが大きく、

平面的な薄板状結晶を形成することがばらつきの尐ない良好なトランジスタ特性が得られる主

たる要因であると結論づけた。 
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有機半導体
臨界核

半径 (Rc)*

Avrami

定数 (n)

DTBDT-C6 99 nm 1.9

diF-TES-ADT 21 nm --**

表 1. 結晶形成過程解析結果 

*  温度 25
o
C, 過飽和度 2 と仮定して計算 

** 熱分解が起こり求められず 
図図 1. 図 1. DTBDT-C6, diF-TES-ADT 結晶薄膜の偏光顕微鏡像 
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